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Abstract of EP0926855 
A switch assembly (32) is connected to a 
capacitor (8) and processor or treatment device 
(33) and arranged so that if instructed by the 
processor, it changes the mode of connection of 
processor, capacitor and coil, from parallel to 
serial, or vice versa. During the receiving phase, 
processor, capacitor and coil form a parallel LC 
circuit, and during the emission phase, an LC 
series circuit. Processor, capacitor, coil and 
switch assembly are formed within a monolithic 
semiconductor substrate. 
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(54) Transpondeur pour communication dite "half-duplex" 



(57) La presente invention concerne un transpon- 
deur (30) qui est destine & ^changer des donnfces au 
cours d'une communication "half-duplex", et qui com- 
prend une bobine (3). un condensateur (8) connects k 
la bobine pour former un circuit r6sonant, un moyen de 
traitement (33) agenc6 pour traiter lesdites donn^es. Ce 
transpondeur est caract6ris6 en ce qu'il comprend en 
outre un moyen de commutation (32) agenc6 de sorte 
que, sous la commande du moyen de traitement le 
moyen de commutation connecte le moyen de traite- 



ment en s<§rie avec le condensateur et la bobine qui 
sont eux-m§mes connects pour former, pendant toute 
la dur6e de la phase de reception, un circuit de type LC 
parall&le et, pendant toute la dur6e de la phase demis- 
sion, un circuit de type LC s6rie. 

Un avantage d'un tel agencement reside dans le fait 
qu'il optimise les puissances 6lectriques 6chang6es 
entre I'antenne et le moyen de traitement. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne le domaine 
des transpondeurs et, plus pretisement, des transpon- 
deurs pour communication dite "half-duplex". 
[0002] II existe classiquement un grand nombre de 
disposrtifs portatifs pour permettre I'identification a dis- 
tance d'un objet inconnu. Typiquement, des donnees 
sont transferees sous forme de signaux radioelectri- 
ques, entre une station de base et un dispositrf portatif 
que Ton realise usuellement en utilisant un transpon- 
deur. 

[0003] La figure 1 represente un transpondeur classi- 
que 1 qui comprend une antenne 3 pour recevoir et 
emettre des donnees sous forme de signaux radioelec- 
triques, un moyen de traitement 5 connecte a Pantenne 
3 pour tra'rter les donnees regues et les donnees a 
emettre, et un moyen d'alimentation 7 pour fournir une 
tension d'alimentation Vdd aux differents composants 
du transpondeur 1 , notamment au moyen de traitement 
5. 

[0004] Une communication dite "half-duplex" entre la 
station de base et le transpondeur 1 comprend deux 
phases de fonctionnement : une phase de reception et 
une phase d'emission. 

[0005] Au cours de la phase de reception, la station de 
base emet un signal radioelectrique X1, 1'antenne 3 le 
regoit et le converts en une tension electrique La 
station de base peut egalement fournir I'energie electri- 
que necessaire pour I'alimentation electrique du trans- 
pondeur 1, en emettant le signal X1 a une puissance 
electrique suff isamment elevee. Dans ce cas particulier, 
le transpondeur 1 fonctionne comme un composant 
"passiT, et le moyen d'alimentation 7 comprend un con- 
densates de stockage destine a stocker ladite energie 
electrique. 

[0006] Au cours de la phase d'emission, une tension 
electrique U 2 est presente aux bornes du moyen de trai- 
tement 5, et est fournie a I'antenne 3 qui la convertit en 
un signal radioelectrique X2. Dans le cas particulier ou 
le transpondeur 1 est passif, le condensateur 7 qui a 
stocke de I'energie electrique au cours de la phase de 
reception, fournit au cours de la phase d'emission I'ali- 
mentation electrique necessaire au fonctionnement du 
moyen de traitement 5. 

[0007] Un probleme rencontre au cours d'une telle 
communication reside dans ('optimisation de I'energie 
electrique transferee entre 1'antenne 3 et le moyen de 
traitement 5. 

[0008] Une solution classique a ce probleme consiste 
a connecter en parallele avec I'antenne 3 un condensa- 
teur 8, de maniere a former un circuit de type LC paral- 
lele, comme le represente la figure 1 . En effet, ce circuit 
peut fournir la tension U 1 a une amplitude maximale, 
quand la frequence de cette tension est egale a la fre- 
quence de resonance fo de ce circuit. On dit alors que 
le circuit LC est resonant en tension. On rappelle que la 
frequence de resonance fo d'un circuit LC est definie 



comme suit : 



[0009] A titre illustratif, la figure 2 represente une 
forme d'onde 9 illustrant revolution de la tension Uj en 
fonction de sa frequence f, dans le cas ou le circuit est 

10 de type LC parallele. Ainsi, quand la frequence f de 
cette tension est sensiblement egale a ladite frequence 
de resonance fo, I'amplrtude de la tension U1 est maxi- 
male, la reference U 1max designant ladite valeur maxi- 
male de tension. 

is [001 0] Par consequent, en rappelant que la puissance 
moyenne absorbee par le moyen de traitement 5 est 
directement proportionneile au carre de la valeur de 
tension U 1max , cette puissance electrique est alors opti- 
male au cours de la phase de reception d'une commu- 

20 nication de type susmentionne, en supposant que le 
signal X1 est periodique de frequence fo. Autrement dit, 
le transfert d'energie electrique entre I'antenne 3 et le 
moyen de traitement 5 est optimale au cours de la 
phase de reception. 

25 [0011] Un inconvenient de la solution dassique sus- 
mentionnee, reside dans le fait que, au cours de la 
phase d'emission, le circuit LC parallele ne permet pas 
d'optimiser le transfert d'energie entre le moyen de trai- 
tement 5 et I'antenne 3. En effet, au cours de cette 

30 phase, dans le cas ou le circuit connecte aux bornes du 
moyen de traitement 5, est de type LC parallele, ce 
moyen fournit un courant 12, et la tension U2 presente 
aux bornes dudit moyen est limrtee par ses caracteristi- 
ques d'entree. II en resufte une limitation de I'energie 

35 presente dans I'antenne 3, ainsi que du champ magne- 
tique cree par cette antenne au cours de la phase 
d'emission. 

[001 2] La Demanderesse de la presente invention a 
ainsi observe que les transpondeurs classiques tel que 

40 celui decrit en relation avec la figure 1, ne repond pas 
de maniere satisfaisante au probleme susmentionne, 
puisque I'echange d'energie electrique lors d'une com- 
munication "harf-duplex" n'est pas optimal, comme cela 
a ete decrit de fagon detaille d-dessus. 

45 [001 3] Un objet de la presente invention est de prevoir 
un transpondeur palliant les inconvenients des trans- 
pondeurs classiques, notamment pour optimiser I'ener- 
gie electrique echangee au cours des phases de 
reception et d'emission pendant une communication 

so "half-duplex". 

[0014] Un autre objet de la presente invention est de 
prevoir un transpondeur repondant aux criteres tradi- 
tionnels dans I'industrie des semi-conducteurs, de com- 
plexity et de coOt. 

55 [001 5] Ces objets, ainsi que d'autres, sont atteints par 
le transpondeur selon la revendication 1 . 
[0016] Un avantage du moyen de commutation du 
transpondeur selon la presente invention, est de reali- 
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ser deux configurations differences du transpondeur, en 
phase de reception et en phase demission, propres k 
optimiser les puissances eiectriques 6changees entre 
I'antenne et le moyen de traitement. 
[0017] Un avantage du transpondeur selon la pre- 
sente invention, reside dans le fait qu'il est constitue de 
composarrts usuellement realises dans I'industrie des 
semiconducteurs, notamment par des etapes de fabri- 
cation d'une f ilifcre de type CMOS connue en soi. 
[001 8] Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi 
que d'autres. de la presente invention apparaTtront plus 
clairement k la lecture de la description detainee d'un 
mode de realisation pr6f6r6 de rinvention, donn6 k titre 
d'exemple uniquement, en relation avec les figures join- 
tes, parmi lesquelles : 

la figure 1 dfyk citee repr6sente un transpondeur 
selon Tart anterieur; 

la figure 2 deja citee repr6sente une forme d'onde 
illustrant la relation entre I'amplitude et la frequence 
d'un signal present dans le transpondeur de la 
figure 1 ; 

- la figure 3 represente un transpondeur selon la pre- 
sente invention; 

la figure 4 represente de fagon detainee le trans- 
pondeur de la figure 3, au cours d'une phase de 
reception; 

- la figure 5 represente de fagon detainee le trans- 
pondeur de la figure 3, au cours d'une phase 
demission; 

la figure 6 represente un mode de realisation pre- 
fer du moyen de commutation du transpondeur de 
la figure 3; 

la figure 7 represente une forme d'onde illustrant la 
relation entre ('amplitude et la frequence d'un signal 
present dans le transpondeur de ia figure 3, au 
cours d'une phase demission. 

[0019] La figure 3 represente un transpondeur 30 
selon la presente invention. 

[0020] On note que le transpondeur 30 represents en 
figure 3 a une structure qui est proche du transpondeur 
1 represente en figure 1 . Ainsi, par souci de simplicity 
les composarrts represent 6s en figure 3 et designes par 
les mSmes references que ceux repr6sent6s en figure 
1, sont sensiblement identiques k ceux d6sign6s en 
figure 1. 

[0021] Ainsi le transpondeur 30 comprend une 
antenne 3, un condensateur 8, un moyen de traitement 
33 et un moyen d'alimentation 7. 
[0022] Au cours d'une communication "half-duplex" 
telle que definie ci-dessus, le transpondeur 30 est des- 
tine k recevoir des donnees au cours de la phase de 
reception, et fburnir d'autres donn6es au cours de ia 
phase d'emission. A cet effet, les composants-susmen- 
tionnes sont agences et connectes comme suit. 
[0023] L'arrtenne 3 est agenc6e pour pouvoir recevoir 
et emettre des signaux radioeiectriques X1 et X2 conte- 



nant les donnees echangees entre une station de base 
(non representee) et le moyen de traitement 33. A cet 
effet, I'antenne 3 comprend deux bornes de connexion 
3a et 3b par lesquelles sont fournies une tension eiectri- 

5 que U1 contenant les donnees £ traiter par le moyen de 
traitement 33, ainsi qu'une tension eiectrique U2 conte- 
nant les donnees k emettre. Par ailleurs, la borne 3b est 
connectee k la masse du transpondeur 30. 
[0024] On realise I'antenne 3 en utilisant une bobine. 

10 comme cela est connu en soi. 

[0025] Le condensateur 8 est agence pour pouvoir 
§tre connecte avec I'antenne 3. A cet effet, le condensa- 
teur 8 est comprend une premiere borne 8a connectee 
k la borne 3a de I'antenne 3, et une seconde borne de 

is connexion 8b. 

[0026] On realise le condensateur 8 en utilisant un 
composant capacitif, comme cela est connu en soi. 
[0027] Le moyen de traitement 33 est agence pour 
pouvoir recevoir, traiter et fburnir lesdites donnees 

20 echang6es avec I'antenne 3. A cet effet, le moyen de 
traitement 33 comprend une bane d'entree 33a con- 
nectee avec la borne 3a de I'antenne 3, pour recevoir la 
tension U1, et une borne de sortie 33b pour fournir la 
tension U2. En outre, le moyen de traitement 33 com- 

25 prend une borne d'alimentation 33c pour pouvoir rece- 
voir une alimentation eiectrique, une borne de masse 
33d connectee k la masse du transpondeur 30, ainsi 
qu'une une borne de commande 33e pour pouvoir four- 
nir un signal de commande S. 

30 [0028] On realise le moyen de traitement 33 en fbr- 
mant un bloc logique classique et une interface classi- 
que disposee entre ce bloc et I'antenne 3. 
[0029] Le moyen d'alimentation 7 est agence pour 
pouvoir fournir I'alimentation eiectrique au moyen de 

35 traitement 33, sous la forme d'une tension d'alimenta- 
tion Vdd. A cet effet, le moyen d'alimentation 7 com- 
prend une borne de connexion 7a connectee k la borne 
33c du moyen de traitement 33, et une borne de masse 
7b connectee k la masse du transpondeur 30. 

40 [0030] Pour realiser le moyen d'alimentation 7, on dis- 
tinguera les deux types de transpondeur connus en soi. 
Dans le cas dej& cite ci<Jessus ou le transpondeur 30 
est "passif le moyen d'alimentation 7 est realise en uti- 
lisant un condensateur de stockage destine k stocker 

45 renergie eiectrique transmtse au cours de la phase de 
reception. Par contre, dans le cas d'un transpondeur 
"actif", le moyen d'alimentation 7 est realise en utilisant 
une batterie au lithium classique. 
[0031] En outre, le transpondeur 30 comprend un 

so moyen de commutation 32 qui est connecte avec le con- 
densateur 8, le moyen de traitement 33 et la masse de 
ce transpondeur. A cet effet, le moyen de commutation 
32 comprend une premiere borne de connexion 32a 
connectee k la borne 8b du condensateur 8, une 

55 deuxieme borne de connexion 32b connectee k la 
borne 33b du moyen de traitement 33, et une troisieme 
borne de connexion 32c connectee k la masse du trans- 
pondeur 30. En outre, le moyen de commutation 32 
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comprend une borne de commande 32d connecfee k la 
borne 33e du moyen de traitement 33, pour recevoir ie 
signal S. 

[0032] Pour I'essentiel, le moyen de commutation 32 
comprend deux interrupteurs 36 et 37 qui sont connec- 5 
t£s k la borne 32d, de manure k pouvoir Stre comman- 
dos par le signal S. En outre, I'interrupteur 36 est 
connects entre la borne 32a et la borne 32b, et I'inter- 
rupteur 37 est connects entre la borne 32a et la borne 
32c. 10 
[0033] Le moyen de commutation 32 est agenc6 de 
manure k pouvoir recevoir, par la borne 32d, le signal 
de commande S fourni par le moyen de traitement 33, et 
connecter en reponse le moyen de traitement 33, le 
condensateur 8, ainsi que I'arrtenne 3, comme cela est is 
d6crrt de fagon d6taill£e ci-dessous. 
[0034] Au debut de la phase de reception, le moyen 
de traitement 33 commande I'interrupteur 37 k la ferme- 
ture, et I'interrupteur 36 k I'ouverture. 
[0035] La figure 4 represente de fagon d6taill£e le 20 
transpondeur 30, au coursde la phase de reception, en 
particulier les connexions etablies par le moyen de com- 
mutation 32. 

[0036] Ainsi, le transpondeur de la figure 4 ayant la 
mdme structure que le transpondeur de la figure 3, les 2s 
composants repr6senfes en figures 3 et 4 sont d6sign6s 
par les memes references dans ces deux figures. 
[0037] On note que, au cours de la phase de recep- 
tion, le moyen de commutation 32 connecte la bane 
32a k la borne 32c, de sorte que I'arrtenne 3 est con- 30 
necfee en parall&le avec le condensateur 8. Autrement 
dit, le condensateur 8 et I'antenne 3 sont connecfes de 
maniere k former un circuit de type LC paralfele. Dans 
ce cas, on retrouve une configuration qui est proche de 
ceile du transpondeur dassique 1, d6crite ci-dessous 35 
en relation avec la figure 1 . 

[0038] Au cours de la communication "hatf-duplex", la 
phase de reception est suivie de la phase demission. 
Au debut de cette phase, le moyen de traitement 33 
commande I'interrupteur 37 k I'ouverture, et rinterrup- 40 
teur 36 k la fermeture. 

[0039] La figure 5 represente de fagon detailfee le 
transpondeur 30, au cours de la phase demission, en 
particulier les connexions etablies par le moyen de com- 
mutation 32. 45 
[0040] Ainsi, le transpondeur de la figure 5 ayant la 
m§me structure que le transpondeur de la figure 3, les 
composants represents en figures 3 et 5 sont design6s 
par les m§mes references dans ces deux figures. 
[0041 ] On note que, au cours de la phase d'emission, so 
le moyen de commutation 32 connecte la borne 32b k la 
borne 32c, les bornes 32a et 32d etant libres, de sorte 
que I'antenne 3 est connecfee en s£rie avec le conden- 
sateur 8. Autrement dit, le condensateur 8 et I'antenne 
3 sont connecfes de maniere k former un circuit de type 55 
LC s£rie. 

[0042] De preference, on realise le condensateur 8, le 
moyen de commutation 32 et ie moyen de traitement 33 



sont realises de fagon monolithique dans un unique 
substrat semiconducteur. A titre de variante de realisa- 
tion, on peut realiser egalement de fagon monolithique. 
en plus de ces composants, I'antenne 3. 
[0043] La figure 6 represente un mode de realisation 
prefere du moyen de commutation 32 qui comprend 
deux transistors k effet de champ T1 et pour former res- 
pectivement les deux interrupteurs 36 et 37. A titre illus- 
tratif uniquement, en supposant que le substrat est un 
substrat de silicium de type P, le transistor T1 est k 
canal de type P, et le transistor 12 est k canal de type N. 
[0044] Chacun des transistors T1 et T2 comprend une 
borne de grille, une borne de drain et une borne de 
source. La borne de drain du transistor T1 est connec- 
fee k la borne 32a, et sa borne de source est connecfee 
k la borne 32b. La borne de source du transistor T2 est 
connecfee k la borne 32c, et sa borne de drain est con- 
necfee k la borne 32b. Les bornes de grille des transis- 
tors T1 et T2 sont connecfees k la borne 32d, de 
manure k §tre commandes par le moyen de traitement 
33, de sorte que le transistor T2 est bloque quand le 
transistor T1 est conducteur, et inversement, ce qui rea- 
lise les deux configurations du transpondeur 30 decrites 
en relation avec les figures 4 et 5. 
[0045] A titre illustratif uniquement, on va maintenant 
decrire un mode fbnctionnement du transpondeur 30 
dont la structure est d6crite ci-dessus en relation avec 
les figures 3 k 6, au cours d'une communication "half- 
duplex". 

[0046] Au cours de la phase de reception, la configu- 
ration du transpondeur 30 est sensiblement identique k 
celle du transpondeur dassique decrrte en relation avec 
les figures 1 et 2, comme cela a d6j& 6fe mentionne. 
[0047] Ainsi, la station 6met un signal radioeiectrique 
X1 k la frequence fo telle que def inie dans requation (1 ). 
L'antenne 3 du transpondeur 30 converts ce signal en la 
tension U1 dont la frequence est egale k la frequence fo 
definie d-dessus. Le moyen de traitement 33 com- 
mande au moyen de commutation de connecter 
I'antenne 3 et le condensateur 8, pour former un circuit 
LC paraifele. Le circuit LC realise alors une resonance 
en tension, et la puissance eiectrique fournie de 
I'antenne 3 au moyen de traitement 33 est optimale. 
[0048] Au cours de la phase d'emission. le circuit con- 
necte aux bornes du moyen de traitement 33 etant de 
type LC s6rie, ce moyen fournit une tension eiectrique 
U2, contrairemerrt au cas du transpondeur dassique 
decrit en relation avec la figure 1 , dans lequel le moyen 
de traitement 33 fournit un courant eiectrique 12. II en 
ressort que le courant 12 present dans le transpondeur 
30 au cours de la phase d'emission n'est pas limife. Par 
ailleurs, le courant 12 est fourni k une frequence qui est 
egale k la frequence de resonance fo definie ci-dessus. 
La figure 7 represente une forme d'onde 50 illustrant la 
relation entre I'amplitude et la frequence dud'rt courant 
12 au cours d'une phase d'emission. Ainsi, quand la fre- 
quence f de ce courant est sensiblement 6gale k ladite 
frequence de resonance fo, I'amplrtude du courant 12 est 
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maximate. On dit alors que le circuit LC s6rie est reso- 
nant en courarrt. 

[0049] Ainsi, le transpondeur selon la pr6sente inven- 
tion est particuli&rement avantageux, puisque les confi- 
gurations de ce transpondeur en phase de reception et 5 
en phase demission, permetterrt d'optimiser les puis- 
sances eiectriques echang6es entre I'antenne et le 
moyen de traitement. 

[0050] II va de soi pour I'homme de Tart que la des- 
cription detailiee ci-dessus peut subir diverses modif ica- 10 
tions sans sortir du cadre de la presents invention. 

Revindications 

1. Transpondeur (30) destine k recevoir des donnees 75 
au cours d'une premiere phase ou phase de recep- 
tion, et fournir d'autres donnees au cours d'une 
seconde phase ou phase d'emission, ce transpon- 
deur comprenant : 

20 

une bobine (3) agencee en tant qu'antenne 
pour pouvoir recevoir et emettre des signaux 
radioeiectriques contenant lesdites donnees; 
un condensateur (8) connecte k la bobine, pour 
former un circuit resonant; 25 
un moyen de traitement (33) agence pour pou- 
voir recevoir, traiter et fournir lesdites donnees; 
et 

un moyen d'alimentation (7) connecte au 
moyen de traitement, et agence pour pouvoir 30 
fournir un signal d'alimentation eiectrtque k dif- 
ferents composants du transpondeur, 

ce transpondeur etant caract6ris6 en ce qu'il com- 
prend en outre un moyen de commutation (32) con- 35 
necte avec le condensateur et le moyen de 
traitement et agence de sorte que, sous la com- 
mande du moyen de traitement, le moyen de com- 
mutation peut connecter le moyen de traitement en 
serie avec le condensateur et la bobine qui sont 40 
eux-memes connectes pour former, pendant toute 
la duree de la phase de reception, un circuit de type 
LC paralieie et, pendant toute la duree de la phase 
d'emission, un circuit de type LC serie. 

45 

2. Transpondeur (30) selon la revendication 1 , carac- 
terise en ce que la bobine (3), le condensateur (8), 
le moyen de commutation (32) et le moyen de trai- 
tement (33) sont realises de fagon monolithique 
dans un unique substrat semiconducteur. so 

3. Transpondeur (30) selon la revendication 2, carac- 
terise en ce que I'antenne (3) est realisee de fagon 
monolithique dans ledrt substrat. 

55 

4. Transpondeur (30) selon la revendication 2 ou 3, 
caracterise en ce que le moyen de commutation 
(32) comprend : 



- un premier transistor (37) qui est k effet de 
champ et k canal de type N; et 

- un second transistor (36) qui est k effet de 
champ et k canal de type R 

5. Transpondeur (30) selon la revendication 2 ou 3, 
caracterise en ce que le moyen de commutation 
(32) comprend : 

- un premier transistor (37) qui est k effet de 
champ et k canal de type P; et 

- un second transistor (36) qui est k effet de 
champ et k canal de type N. 

6. Transpondeur (30) selon la revendication 4 ou 5, 
caracterise en ce que les premier et second transis- 
tors (36; 37) sont commandes par le moyen de trai- 
tement (33). 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 6 




11 



EP0 926 855A1 




12 



EP0 926 855A1 



Office europeen 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Numero de ta demand* 

EP 97 12 2711 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Citation du document avec indication, en cas de besoin. 
des parties pertinentes 



Revendication 
concernee 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE (lnt.Cl.6) 



US 5 517 179 A (CHARLOT LINCOLN H JR) 14 
mai 1996 

* colonne 4, ligne 32 - 1 igne 47; figure 1 
* 

EP 0 777 193 A (RAIMBAULT PIERRE) 4 juin 
1997 

* colonne 6, ligne 1 - ligne 41; figure 3 

WO 96 28880 A (BRITISH TECH GROUP INT 
; SCHEELEN JOS (BE)) 19 septembre 1996 

* revendications 1-3 * 



1 

4-6 
1 

2,3 



H04L1/00 
G06K19/07 



DOMAIN ES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CI.6) 



G06K 



le present rapport a et6 etabli pour toutes les revendications 



Lieu de la recMenctie 


Date tfacheveipert de to recherche 


Examinateur 


LA HAYE 


19 mai 1998 


Chiarizia, S 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : particulars me nt pertinent k lut seul 

Y : particulierement pertinent en combinaison avec un 

autre document de la me me categone 
A : arriere-plan techno logtque 
O : divulgation norvecrrte 
P : document intercalate 



T : theorie ou principe a la base de I'invention 
E : document de brevet anterieur. mais pub I to a la 

date de depot ou apres cette date 
D : cite dans la demande 
L : cite pour d' autre s raisons 

& : membre de la meme famille, document correspondant 



13 



EP 0 926 855 A1 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 97 12 2711 



La presente annexe mdique les membres de la famille de brevets reiatifs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche europeenne vise ci-dessus. 

Lesdits members sont contenus au tichier intormatique de lONice europeen des brevets a la date du 

Les renseignements fournis sont donnes a titre mdicatit et n'engagent pas la responsabilite de I'Office europeen des brevets. 

19-05-1998 



Document brevet cite 


Oate de 




nricn iui C{aj uc id 


Date de 


au rapport de recherche 


publication 




(amille de brevet(s) 


publication 


US 5517179 A 


14-05-96 


AU 


5215396 A 


28-11-96 






CA 


2172758 A 


19-11-96 






CN 


1136171 A 


20-11-96 






0E 


743625 T 


29-01-98 






EP 


0743625 A 


20-11-96 






ES 


2106705 T 


16-11-97 






JP 


9135192 A 


20-05-97 






NO 


961370 A 


19-11-96 


EP 0777193 A 


04-06-97 


FR 


2741978 A 


06-06-97 






CA 


2191794 A 


02-06-97 


WO 9628880 A 


19-09-96 


AU 


5012096 A 


02-10-96 






AU 


5012196 A 


02-10-96 






EP 


0815637 A 


07-01-98 






EP 


0815638 A 


07-01-98 






WO 


9628879 A 


19-09-96 



Pour tout renseignemeni concemant cette annexe : voir Journal Otficiel de rotfice europeen des brevets. No.1 2/82 



14 



